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２０Ｇｂｉｔ／ｓ低功耗０．１８μｍＣＭＯＳ１∶２分接器
邵婉新 　冯　军 　蒋俊洁 　章　丽 　李　伟

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：采用ＴＳＭＣ０１８μｍＣＭＯＳ工艺实现了一个２０Ｇｂｉｔ／ｓ１∶２分接器，分接器由主 从 从、主

从Ｄ触发器和数据输出缓冲组成．Ｄ触发器单元采用动态负载结构，其偏置晶体管采用单时钟输
入的共栅结构．动态负载结构的触发器工作速度更快因为它减小了输出点的冲放电时间，而且由于
工作时电流处于开关模式，其功耗更低．另外，触发器中采用交叉耦合的正反馈三极管对，加快了整
个电路的速度．通过在片晶圆测试，该芯片在输入２０Ｇｂｉｔ／ｓ、长度为２２３－１的伪随机码时工作良
好．功耗仅为１０８ｍＷ，芯片面积为４７５μｍ×５７８μｍ．
关键词：分接器；动态负载；低功耗；高速度
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